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Przerzutnik, zwtaszcza tranzystorowy, dwustanowy przerzutnik nasycony

Przedmiotem wynalazku jest przerzutnik, zwtaszcza tranzystorowy, dwustanowy przerzutnik nasycony
zbudowany z elementéw wzmacniajgcych o niskim wsp6tczynniku wzmocnieria pradowego.

Znany tranzystorowy, nasycony przerzutnik dwustanowy zawiera pracujgce w uktadzie wspdlnego emitera
tranzystory, a w szereg z wejsciowymi sprzegajacymi kondensatorami wiaczone s3 diody bramkujace. Z kolekto-
rami tranzystoréw pofaczone sa oporniki. Ponadto uktad ma jako wewnetrzne pojemnosci sprzegajace konden-
satory, a odpowiednie napigcia na bazach tranzystoréw' zapewniajg dzielniki napigcia. Oporniki obciaZenia wta-
czone s do dodatniego bieguna napigcia zasilajacego.

Wadg znanego nasyconego przerzutnika dwustanowego jest to, Ze przy zatozonym duzym progu
przeciwzaktdceniowym przerzutnika iduzej obcigzalnosci, zwtaszcza obwodami z wejsciami nieoporowymi
wzrastajq silnie wymagania co do wspdtczynnikdw wzmocnienia pragdowego tranzystoro’w.

‘ Celem wynalazku jest skonstruowanie przerzutnika z duzym progiem przeciwzaktéceniowym oraz zwigk-
szong obcigzalnoécia, zwtaszcza obwodami z wejsciami pojemnosciowymi, nawet przy uzyciu elementéw
wzmacniajagcych o niskim wspétczynniku wzmocnienia, zwtaszcza o niskim wspdtczynniku hgg. Cel ten zostat
osiagniety w przerzutniku wedtug wynalazku, ktéry ma w obwodach sterujgcych elementami wzmacniajacymi
przerzutnika dwa elementy o charakterystyce progowej, zwtaszcza dindy Zenera oraz ma obwody wyzwalania
przerzutnika o wejsciach dynamicznych sktadajacych sie z kondensatoréw wejsciowych, potaczonych szeregowo
z opornikami, ktdrych to opornikéw jedne koricéwki potaczone z dodatnimi biegunami napigcia zasilania, za$
drugie z katodami diod bramkujacych oraz ze do wyjscia przerzutnika jest dotgczony diodowo-oporowy obwéd
separujacy obciazenie nieoporowe, przy czym elektrody sterujgce elementow wzmacniajacych sg odseparowane
od odpowiednich elektrod wyjsciowych obwodami diodowo-oporowymi. W odmianie wykonania przerzutnik
zawiera dodatkowe pojemnosci wiaczone migdzy wyjscie, a wejécie elementéw wzmiacniajacych przerzutnika.
W odmianie wykonania przerzutnik zawiera dodatkowe pojemnosci wtaczone réwnolegle do elementéw o charak-
terystyce progowej.

Wynalazek jest przedstawiony w przyktadzie wykonania na rysunku. .

Pokazany na rysunku szeregowy uktad diodowo-oporowy D3, R; zostat wiaczony tak, Ze katoda diody
D; potaczona jest z kolektorem tranzystora T, aopornik Ry potaczony jest wolng koricéwka z dodatnim
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biegunem napigcia zasilajacego, za$ z punktu wspélnego diody D, iopornikd Ry zbiera sig napigcie sterujace
poprzez diode Zenera DZ, baze tranzystora T,. Analogicznie potgczono uktad separujacy D4, R4 steruacy
poprzez diode Zenera DZ,, baza tranzystora T,. Dioda Zenera DZ,, potaczona zostata katodq z punktem
wyjsciowym uktadu separujacego D4, R4, za$ anoda z bazg tranzystora T,, analogicznie dioda DZ, zostata
- witgczona miedzy punkt wyjsciowy uktadu Dj, R; ibaze tranzystora T,. Obwdd wyzwalania przerzutnika
sktada sie z opornikéw R, kondensatoréw C;, C;| diod bramkujacych D, i D;.

Na wyijéciu przerzutnika wtgczono separator sktadajacy sie z diody Dg iopornika Rs. Dla obcigzenia
oporowego przerzutnika wyjsciem jest punkt F (Wy1). W przypadku obciagzenia nieoporowego na przykted
pojemnos$ciowo-oporowego C,, R, punkt F nalezy zewrzeé z punktem G, a wyjsciem przerzutnika jest punkt H
(Wy2). W przypadku zauwazalnego, niekorzystnego wptywu pojemnosci diod Zenera na ksztatt impulsu
wyjséciowego z przerzutnika, nalezy wiaczyé dodatkowe pojemnosci C; i C, bocznikujgce ztgcza kolektor-baza
- tranzystoréw T, i T, pojemnosci te wptywaja réwniez na zmiang czasu przerzutu przerzutnika. Je$li zmiana ta

. jest niekorzystna, to nalezy usunaé pojemnosci C,, C, i wtaczyé dodatkowe pojemnosci C; i C4 bocznikujace
diody Zenera DZ, i DZ,. ‘

Dziatanie uktadu wedtug wynalazku jest nastepujace. Ukiad znajduje sie w stanie stabilnym do czasu
pojawienia si¢ impulsu wejsciowego. Zaktada sie, ze tranzystor T, jest nasycony. Wtedy potencjat na jego
‘kolektorze, wzgledem masy jest bliski zera. Dioda D; przewodzi i potencjat Va punktu A jest réwniez bliski
zera. Zatem dioda Zenera DZ, w obwodzie bazy tranzystora T, nie przewodzi i tranzystor T, jest przytkany. Na
jego kolektorze napiecie jest bliskie napigciu zasilania. Dioda D4 nie przewodzi, a potencjat Vg punktu B jest na
tyle wysoki, ze dioda DZ, przewodzi, przepuszczajac prad tak duzy, Ze tranzystor T, jest w nasyceniu. Prad
nasycajacy tranzystor T, pobierany jest ze Zzrédta poprzez opornik R,. Potencjat’ V| w punkcie L, wzgledem
masy, jest réwny napieciu zasilania, zatem jesli na wejsciu przerzutnika jest potencjat zerowy, to na
kondensatorze C, odktada si¢ napigcie zasilania. Uktad sterowany jest impulsami dodatnimi. Przy pojawieniu sig
impulsu o amplitudzie V kondensator C, roztadowuje sie do napiecia U, — V. Potencjaty V| i Vy sq wysokie
idiody D, i D, nie przewodza. Przy zaniku impulsu wejSciowego potencjat V, opada do wartosci U, — V i dioda
D, zaczyna przewodzié, bowiem potencjat V > V. Jezeli amplituda V jest dostatecznie duza, to U, — V jest
dostatecznie niskie, aby spowodowaé zatkanie diody DZ, iwyzwoli¢ przerzutnik. Dziatanie separatora S na .
wyjsciu przerzutnika jest nastepujgce. Gdy w punkcie F jest wysoki potencjat, to dioda Dg nie przewodzi
i pojemnos¢ obciazenia C, tadowania jest ze zr6dta przez opér Rs. W ten sposéb obcigzenie nie ma istotnego
wptywu na ksztatt impulsu w punkcie F oraz na warunki przerzutu w przerzutniku.

" Zastosowanie uktadu wedtug wynalazku umozliwia uzyskanie duzego progu przeciwzakté‘ceniowego
przerzutnika oraz zwiekszenie obcigzalnosci przerzutnika, zwtaszcza elementami o wejsciach nieoporowych,
zwtaszcza pojemnosciowych bez stosowania dodatkowych wtérnikéw emiterowych, przy mozliwosci stosov:ania
elementdw wzmacniajacych o niskim wspdtczynniku wzmocnienia, 2zwtaszcza tranzystor6w o niskim
‘wspétczynniku wzmocnienia pradowego h,:E i stosowania opornikéw o duzych tolerancjach, przy zachowaniu
dobroci dziatania przerzutnika.

Zastrzezenia patentowe

1. Przerzutnik, zwtaszcza tranzystorowy, dwustanowy przerzutnik nasycony zbudowany z elementéw
wzmacniajacych o niskim wspétczynniku wzmocnienia pradowego, znamienny ty m, 2é ma w obwodach
sterujacych elementami wzmacniajacymi (T, iT,) przerzutnika dwa elementy o charakterystyce progowej,
zwtaszcza diody Zenera (DZ;, DZ,) oraz ze ma obwody wyzwalania przerzutnika o wejsciach dynamicznych,
sktadajace si@ z kondensatoréw wejsciowych (C|, C;), potaczonych szeregowo z opornikami R, jedne koricéwki
ktérych to opornikéw (R) potaczone z dodatnimi biegunami napigcia zasilania, za$ drugie z katodami diod
bramkujacych (D, iD,) oraz, ze do wyjécia przerzutnika jest dotaczony diodowo-oporowy obwéd (D, Rs)

~ separujacy obcigZenie nieoporowe, przy czym elektrody sterujace elementéw wzmacniajacych sy odseparowane
-od odpowiednich elektrod wyjéciowych obwodami diodowo-oporowymi (D3, R3, i D4, Rs).

2, W odmianie wykonania przerzutnik wedtug zastrz. 1, znamienny .ty m, 2e zawiera dodatkowe
pojemnosci (C, , C,) wtaczone migdzy wyjscie, a wejicie elementéw (T, i T,) wzmacniajacych przerzutnika.

3. W odmianie wykonania przerzutnik wedtug zastrz. 1i2,znamienny ty m, Ze zawiera dodatkowo
pojemnosci (C3, C4) wiaczone réwnolegle do elementéw (DZ, i DZ,) o charakterystyce progowej.
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